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有機太陽電池(OPV)は軽量・柔軟性などの利点から注目されており、高効率化に向けて近赤外領

域まで吸収を持つ低バンドギャップポリマーの開発等が行われている。我々はこれまでに、中心

対称構造を有する電子受容性基 Thienoisoindigo (TIDG)を設計し[1]、近赤外領域(~1400 nm)まで吸収

波長を拡張した共役高分子を合成した。しかし、一重項励起子の寿命が極端に短いこと、理想的

なMorphologyと配向が得られなかったことや電荷再結合ロスが原因で、変換効率は 1.4 %にとど

まった[2]。そこで TIDG共重合体の知見を基に、電子受容性部位に意図的に非対称性を組み込んだ

Benzothienoisoindigo (BTIDG)を合成した。BTIDGと Benzobisthiazole(BBTz)との共重合体は単膜で

95%にも及ぶ face-on配向と 4.2 %の変換効率を示し、非対称性 BTIDGの導入は変換効率向上に有

利であるとわかった[3]。 

さらなる非対称性分子の合成と高効率化を目指し

て、強い電子吸引基のフッ素を BTIDGのフェニル環

に導入した新規共重合体を合成した(Fig.1)。電子供与

性基として Terthiophene (3Th)と、TIDG共重合体で変

換効率 3.4 %が得られた弱電子供与性基の BBTzを選

択した[3]。なお、3Th-Isoindigo(IDG)共重合体は変換効

率 6.9 %が報告されている[4]。比較として、フッ素を

導入していない BTIDG共重合体も合成した。 

3Th-F-BTIDG と BBTz-F-BTIDG 共重合体の吸収端

は 900 nm付近で、バンドギャップは 1.36 – 1.46 eVと

なった (Fig.2)。また、 2 次元微小角 X 線回折

(2D-GIXRD)実験から、3Th-BTIDG は face-on 配向の

割合が 95 %に達したものの(Fig. 3a)、3Th-F-BTIDGで

は 50 %まで低下した(Fig. 3b)。IDGへのフッ素の導入

により face-on配向が低下する現象は、bithiopheneと

IDG の共重合体でも報告されている [5]。当日は

F-BTIDG共重合体のOPV特性評価の結果も併せて議

論する。 
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Figure 1. Chemical structures of fluorinated BTIDG 
polymers. 

(a) (b)

 
Figure 2. Electronic absorption spectra for (a) 
3Th-F-BTIDG and (b) BBTz-F-BTIDG films. max 
(nm) is indicated in the figure. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Figure 3. 2D-GIXRD images of pristine (a) 
3Th-BTIDG and (b) 3Th-F-BTIDG films. 
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